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Olika halvledare har olika bandgap och

darmed olika farg
Figure 1. LED Emission Spectra
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o Grmmemsen 7 ) ysdiod, LED, light
[ emitting diode

Halvledare har stort brytningsindex n.

Hog reflektivitet mot luft samt total internreflektion gor Ec ® <
det svart att fa ut ljuset.
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Hur fungerar vita lysdioder?

Efficiencies

e Blalysdiod gor blatt ljus mha elektricitet

* Lyspulver gor om en del blatt ljus till gront, gult
och rott

Lyspulver

Bla lysdiod

300 400 500 600 700 800 900 1000
Vaglangd/nm
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Stimulerad emission (laser) kraver:
- Manga elektroner och hal => stor strom

- Mycket ljus => speglar (men klyvd yta racker ofta)
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Diod = pn-dvergang

n-typ: innehaller donatorer, dvs atomer med
en extra elektron och en extra proton.
Elektronerna diffunderar ivag och lamnar efter
sig ett overskott av protoner.

p-typ: innehaller acceptorer, dvs atomer som
saknar en elektron och en proton.

Hal diffunderar ivag och lamnar efter sig ett
underskott av protoner.

Darmed uppkommer ett elektriskt falt som
hindrar fler elektroner och hal fran att
diffundera over till andra sidan. De upplever ett
potentialsteg



Diod = pn-Overgang
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p-typ n-typ Darmed uppkommer ett elektriskt falt som
hindrar fler elektroner och hal fran att
diffundera over till andra sidan. De upplever ett
potentialsteg




Diod = pn-dvergang
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Vid framspanning minskar potentialsteget, vid
backspanning okar det. Darmed borjar det flyta
en strom:
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LED

Solceller

Halvledare

« Band av mgjliga energier separerade av bandgapet
» Elektronerna delas av alla atomer
=> kan leda strom

« Dopning ger tva typer av kontakter
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